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ABSTRACT 

Ultrawideband (UWB) is a wireless technology that transmits an extremely 

low-power signal over a wide radio spectrum. Ultrawideband systems operate across a 

wide range of frequencies from 3.1 GHz to 10.6 GHz. As no carrier wave is needed, 

ultrawideband consumes extremely low power and a long battery life is possible. In 

this report, the UWB amplifier has been designed and simulated with Radio Frequency 

(RF) Computer Aided Design (CAD) TOOLS - the Advanced Design System 2004A 

(ADS 2004A) for operation frequency between 3 GHz and 10 GHz. This UWB 

amplifier was designed by using the Pseudomorphic High Electron Mobility Transistor 

(PHEMT) device, the FPD6836P70 produced by Filtronic Semiconductor UK 

Company. The main specifications requirement for the circuit was to get a flat gain 

around 15 dB± 5 dB and overall with a reflection coefficient below 10 dB. The first 

stage of designing the broadband amplifier is to select the type of transistor which is 

suitable for low noise amplifiers. After that, the biasing circuit input matching network 

and output matching network were designed. The simulations for the design in 

ADS2004A include the DC analysis and also S-parameter simulation. Optimization 

for the circuit was done by changing the lengths and widths values of the microstrip lines. 
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ABSTRAK 

Ultra Jalur-Lebar (UWB) adalah technologi tanpa wayar yang menghantar 

isyarat kuasa rendah melalui satu jalur Iebar bagi spectrum radio. Sistem Ultra Jalur­

Lebar beroperasi merentasi satu julat frekuensi dari 3.1 GHz ke 10.6 GHz. Oleh sebab 

tiada gelombang pembawa diperlukan, Ultra Jalur Lebar boleh menggunakan kuasa yang 

tersangat rendah dan jangka hayat bateri adalah panjang. Dalam tesis ini, penguat Ultra 

Jalur Lebar direka cipta dan disimulasi dengan menggunakan perisian Radio Frequency 

(RF) Computer Aided Design (CAD) Tools - Advanced Design System 2004A 

(ADS2004A) untuk frekuensi operasi antara 3 GHz hingga 10 GHz. Penguat Ultra Jalur­

Lebar juga telah direka dengan menggunakan peranti Pseudomorphic High Electron 

Mobility Transistor, iaitu model FPD6836P70 yang dibangunkan oleh syarikat Filtronic 

Semiconductor UK. Spesifikasi utama yang diperlukan untuk litar penguat adalah untuk 

mendapatkan satu gandaan rata sekitar 15 dB ± 5 dB pada keseluruhannya dengan pekali 

pantulan dibawah 10 dB. Peringkat pertama untuk merekacipta penguat jalur Iebar ialah 

dengan memilih jenis transistor yang sesuai untuk penguat hingar rendah. Kemudian, 

litar pincangan padanan masukan dan litar pincangan padanan keluaran direka. 

Keseluruhan simulasi untuk litar penguat dibuat dalam perisian ADS2004A dan juga 

termasuk analisa arus terns (AT) dan juga simulasi parameter-S. Optimisasi bagi litar 

telah dilakukan dengan mengubah nilai panjang dan Iebar pada garisan jalur mikro. 
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